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ÖDEV 2 

N-kuylu CMOS teknolojisi ile yüksek başarımlı bir işlemsel kuvvetlendirici 
gerçekleştirilecektir. İşlemsel kuvvetlendiricinin sağlaması gereken özellikler 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Devre VDD = VSS =2.5V’luk simetrik kaynakla 
beslenecektir ve çıkışın kapasitif yükleri sürebilmesi istenmektedir. 
 
Tablo 1: Sağlanması gereken diğer özellikler: 
Açık Çevrim Kazancı > 80dB 
Yükselme Eğimi > 10V/µsn 
Çıkış salınım aralığı -1.5V ≤ VO  ≤ 1.5V 
Yük kapasitesi  CL ≤. 25pF 
Birim kazanç band genişliği f1≥ 5MHz 
 
 
a- Uygun bir devre topolojisi seçerek işlemsel kuvvetlendiriciyi tasarlayınız, 
devredeki tranzistorların boyutlarını ve kutuplama akımlarını belirleyiniz. 
SPICE benzetim programı yardımıyla işlemsel kuvvetlendiricinin 
b- DC gerilim geçiş karakteristiğini çıkartınız; 
c- giriş dengesizlik gerilimini belirleyiniz. 
d-Kuvvetlendiriciyi çıkış gerilimi 0V olacak biçimde kutuplayarak SPICE 
programı yardımıyla yüksüz durumdaki (CL = 0 ve yeteri kadar büyük değerli RL) 
açık çevrim frekans eğrisini çıkartınız. 
e- Kompanzasyon uygulayarak devreyi kararlı hale getiriniz  
e- CL yük kapasitesine çeşitli değerler vererek devrenin kararlılığını ve çıkış 
işaretinin yükselme eğimini inceleyiniz. 
f- Elde ettiğiniz sonuçları yorumlayınız. Tasarım hedeflerine ulaşıp 
ulaşamadığınızı irdeleyiniz. 
 
NOT: Yapılan hesapları, elde edilen sonuçları, bunların yorumunu 
kapsamlı biçimde içeren bir rapor hazırlanacaktır. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Tablo 2: 0.5µm MIETEC CMOS proses model parametreleri 

 

.MODEL NT NMOS LEVEL=3 

+UO=460.5 TOX=1.0E-8 TPG=1 VTO=.62 JS=1.8E-6 XJ=.15E-6 RS=417 RSH=2.73 LD=0.04E-6 ETA=0 

+VMAX=130E3 NSUB=1.71E17 PB=.761 PHI=0.905 THETA=0.129 GAMMA=0.69 KAPPA=0.1 AF=1 

+WD=.11E-6 CJ=76.4E-5 MJ=0.357 CJSW=5.68E-10 MJSW=.302 CGSO=1.38E-10 CGDO=1.38E-10 

+CGBO=3.45E-10 KF=3.07E-28 DELTA=0.42 NFS=1.2E11 

.MODEL PT PMOS LEVEL=3 

+UO=100 TOX=1E-8 TPG=1 VTO=-.58 JS=.38E-6 XJ=0.1E-6 RS=886 RSH=1.81 LD=0.03E-6 ETA=0 

+VMAX=113E3 NSUB=2.08E17 PB=.911 PHI=0.905 THETA=0.120 GAMMA=0.76 KAPPA=2 AF=1 

+WD=.14E-6 CJ=85E-5 MJ=0.429 CJSW=4.67E-10 MJSW=.631 CGSO=1.38E-10 CGDO=1.38E-10 

+CGBO=3.45E-10 KF=1.08E-29 DELTA=0.81 NFS=0.52E11 

 

Tablo 3: Derste verilen tasarımlarda kullanılabilecek NR 100N npn ve PR100N pnp 
bipolar tranzistorların SPICE model parametreleri. 

.MODEL NR100N NPN (IS=121E-018 BF=137.5 VAF=159.4 IKF=6.974E-3 ISE=36E-16 

+ NE=1.713 BR=0.7258 VAR=10.73 IKR=2.198E-3 RE=1 RB=524.6 RBM=25 RC=50 

+ CJE=0.214E-12 VJE=0.5 MJE=0.28 CJC=0.983E-13 VJC=0.5 MJC=0.3 XCJC=0.034 

+ CJS=0.913E-12 VJS=0.64 MJS=0.4 FC=0.5 TF=0.425E-9 TR=0.425E-8 EG=1.206 

+ XTB=1.538 XTI=2) 

 
 
.MODEL PR100N PNP (IS=73.5E-018 BF=110 VAF=51.8 IKF=2.359E-3 ISE=25.1E-16 

+ NE=1.650 BR=0.4745 VAR=9.96 IKR=6.478E-3 RE=3 RB=327 RBM=24.55 RC=50 

+ CJE=0.180E-12 VJE=0.5 MJE=0.28 CJC=0.164E-12 VJC=0.8 MJC=0.4 XCJC=0.037 

+ CJS=1.03E-12 VJS=0.55 MJS=0.35 FC=0.5 TF=0.610E-9 TR=0.610E-8 EG=1.206 

+ XTB=1.866 XTI=1.7) 

 

 

 

 


